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摘要(译)

本发明提供一种边缘场切换模式液晶显示器的制造方法。该方法包括以
下步骤：在透明绝缘层上沉积透明金属层，并通过根据第一掩模工艺蚀
刻透明金属层形成对电极;在对电极和基板上沉积绝缘层;在绝缘层上沉积
第一不透明金属层，并根据第二掩模工艺通过蚀刻第一不透明金属层形
成栅极线，公共电极线和焊盘;通过根据第三方蚀刻n + a-Si层和a-Si层，
在所得到的晶体管上依次沉积栅极绝缘层，a-Si层和n + a-Si层并限定薄
膜晶体管的有源区掩模过程;通过根据第四掩模工艺蚀刻透明金属层，在
所得物上沉积透明金属层并形成梳形像素电极;根据第五掩模工艺蚀刻栅
极绝缘层，使得焊盘暴露;通过根据第六掩模工艺蚀刻第二不透明金属
层，形成包括数据焊盘的源电极，漏电极和数据线;在整个结果上形成钝
化层，并根据第七掩模工艺蚀刻钝化层，从而暴露数据焊盘。
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